Europaisches Patentamt

0> European Patent Office @ Veréftenthichungsnummer, 0 019 049
Office européen des brevets Al
* (2 EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG
T @ Anmeldenummer: 80101298.0 @ int.ct3: B 41 J 3/20

@ Anmeldetag: 13.03.80

@ Prioritat: 21.05.79 DE 2820569 @ Anmeider: International Business Machines
Corporation
Verdtfentlichungstag der Anmeldung: Armonk, N.Y. 10504{US)

26.11.80 Patentblatt 8024
@ Erfinder: Hartmann, Kurt
Benannte Vertragsstaaten: Breite Heerstrasse 33

DE FR GB D-7260 Calw-Heumaden(DE)

@ Erfinder: Bohg, Armin
Mozartstrasse 13
D-7031 Weil im Schonbuch 2{DE)

Vertreter: Blutke, Klaus, Dipl.-Ing.
Schonaicher Strasse 220
D-7030 Boblingen(DE)

Elektrodenfilihrung flir Metalipapier-Drucker.

@ Elektrodenfilthrung fur Metallpapier-Drucker, Igei der die
Elektroden {13) in durch kristallographische Atzung in
Silicium (3) gebildeten Rillen {12) veriaufen.

EP 0 019 049 A1

Croydon Printing Company Ltd -/ res



FIG. 1 v,




LY

10

15

20

25

30

0N19049

Elektrodenfihrung fiir Metallpapier-Drucker

Die Erfindung betrifft eine Elektrodenfiihrung fiir Metall-
papier-Drucker.

Die Elektroden eines Metallpapier-Druckers unterliegen einer
Abnutzung. Sie miissen deshalb nachfiihrbar sein. Dabei werden
die Elektroden in einer ihrem gegenseitigen Abstand entspre-

chenden Weise gefiihrt.

Es sind verschiedene M8glichkeiten der Ausbildung solcher
Fihrungsk&rper bekannt. In der deutschen Offenlegungsschrift
26 52 033 ist beispielsweise in Fig. 2 ein Fihrungskdrper
beschrieben, bei dem die Elektroden in in einen Kunststoff-

block eingegossenen Glasrdhrchen gefiihrt werden.

AuBerdem wurde eine Anordnung mit einem Flhrungskdrper
vorgeschlagen (GE 978 012), bei der die Elektroden in me-

chanisch erzeugten Rillen eines Flhrungskdrpers verlaufen.

Vorgenannte Mdglichkeiten weisen den Nachteil auf, daB fir
Metallpapier-Drucker hdchster Druckaufldsung die dadurch be-
dingten geringen Fertigungstoleranzen der Elektrodenfiih-
rungen nicht oder nur &uBerst schwer mit herkSmmlichen

Bearbeitungsverfahren einzuhalten sind.

Es ist darum Aufgabe der Erfindung, einen Fﬁhrungskérpér fir
Elektroden eines Metallpapier-Druckers anzugeben, bei dem
der Abstand der einzelnen Elektrodenfiihrungen eine ganz

geringe Toleranz aufweist.

Diese Aufgabe der Erfindung wird in vorteilhafter Weise

durch die im Anspruch 1 angegebenen MaSnahmen geldst.
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Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind den
Unteranspriichen zu entnehmen.

Nach der Erfindung ist es mbglich, die Abstandstoleranz der

einzelnen Elektrodenflihrungen auf + 1 pm zu minimieren.

Das Verfahren der sogenannten kristallographischen Atzung
ist aus dem Bereich der Halbleitertechnik bekannt (z. B. aus
dér deutschen Offenlegungsschrift 0S 26 15 438). Dabei wird
eine durch kristallographische ZAtzung in Silicium-Halblei-
tergrundmaterial ausgebildete Rille in einem nachfolgenden
Schritt mit Oxid aufgefiillt, um in integrierten Halbleiter-

schaltungen eine dielektrische Isolation zu bewirken.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen

dargestellt und wird im folgenden ndher beschrieben. Es
zeigen:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer Elektrodenfiihrung

mit V-f6rmigen, parallel zueinander verlaufenden

Rillen zur Aufnahme der Elektroden.

Fign. 2 Schnittdarstellungen zur Verdeutlichung des Pro-
und 3 zesses der kristallographischen Atzung fiir die

Herstellung einer Elektrodenfiihrung gemdf Fig. 1.

In den Figuren 2 und 3 sind schematische Schnittdarstel-
lungen gezeigt, mit deren Hilfe der Prozef der kristallo-
graphischen Atzung zur Herstellung einer Elektrodenfiihrung
kenntlich gemacht werden soll. Zisgangsmaterial bildet eine
Grundschicht 3 aus einkristallinem Silicium mit einer (100)-
Oberflédchenorientierung. Diese Grundschicht kann eine Dicke

von beispielsweise 1,5 mm aufweisen. Das Siliciumgrundma-
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terial 3 wird beidseitig mit einer Schutzschicht 4, die
beispielswelise aus 8102 oder Si3N4 bestehen kann, sowie mit
einer Photolackschicht 5 beschichtet. Diese Photolackschicht
wirﬁ mit Hilfe einer nicht dargestellten Maske, welche das
Muster parallel verlaufender Elektrodenrillen aufweist,
belichtet. Die belichteten Stellen sind in Fig. 2 mit 6
gekennzeichnet. Wesentliche Voraussetzung fiir die kristallo-
graphische Atzung ist, daB die belichteten stfeifenférmigen
Stellen parallel zu einer der zwei <110>-kristallographi-

schen Richtungen in der Oberfldche verlaufen.

Nach dem AblOsen der belichteten Stellen 6 durch herkOmm-
liche Verfahren werden mit einem geeigneten Atzmittel, z. B.
mit FluBsdure HF, Fenster 14 in die Schutzschicht 4 gedtzt.
Durch diese Fensterdffnungen 14 hindurch erfolgt dann ein
Herausdtzen des Siliciumsubstrates mit einer kristallogxa-
phischen Ztzldsung, z. B. mit einer Mischung aus Athylen-
diamin, Brenzkatechin und Wasser. Diese kristallographische
Atz1l6sung greift die schrdgen Fl&chen 8 mit einer 111-
kristallographischen Ausrichtung langsamer als alle anderen
kristallographischen Richtungen an. Dadurch entstehen fiir
die beschriebene Anordnung Rillen 9 mit V-fdrmigem Profil
und glatten Wa&nden. Die Tiefe der Rillen ergibt.sich im
wesentlichen aus der Fensterbreite und 148t sich zus3tzlich
mit einer Genauigkeit von + 1 pm durch die Atzzeit steuern;
der Abstand zwischen den Rillenmitten ist durch die Be-
lichtungsmaske vorgegeben. Beili den heute ilblichen Verfahren
der Maskenherstellung lassen sich milhelos Abstandstoleranzen
auf dem Maskenmuster von + 1um einhalten.

Nach dem Herausidtzen der Fihrungsrillen wird, eventuell nach
Abdtzen der Schutzschicht 4 von der Oberfldche des Silicium-
substrates, die gesamte freigelegte Siliciumoberfl&che durch
thermische Oxidation, Kathodenzerstdubung oder eine che-
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mische Reaktion mit einer Glaspassivierung 2 von ca. 10 pm

Dicke versehen, um die in den Rillen verlaufenden Elektroden
13 gegenseitig zu isolieren.

Die Rillen haben einen Bodenwinkel von 70,53 Grad. Bei Ver-
wendung von z. B. eines runden Wolframdrahtes mit 80 pm
Durchmesser als Elektrode, muB die Rille 109 pm tief und an
der Oberfldche 155 pm breit sein, wenn der Draht mit der
Oberflachenebene des Filhrungskdrpers abschlieBen soll.

Die duBere Formgebung des Fiihrungskdrpers 1 erfolgt durch
Schleifen wie bei keramischen Werkstoffen. Um ein Heraus-
gleiten der Elektroden aus den Rillen zu verhindern, kann

auf den Flihrungskdrper ein Deckel aufgelegt und mit ihm
befestigt werden.

Derartige Elekrodenfiihrungsktrper sind sowohl filir die Mund-
stiicke von Elektrodenschreibk®pfen als auch fiir Zwischen-
flihrungen von Elektroden geeignet.
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Elektrodenfiihrung flir Metallpapier-Drucker,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Elektroden (13) in durch kristallographische
Atzung in Silicium gebildeten Rillen (12) verlaufen.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daR die Rillen (12) einen V-fdrmigen Querschnitt auf-
weisen.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Oberfldche des Siliciumfihrungskdrpers (3) mit

einer Glasschicht (2) versehen ist.
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